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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Platine, bei der 
Eingangs- und Ausgangssignale Kontaktanschlüs-
sen auf der Oberseite und der Unterseite der Platine 
zugeführt werden.

[0002] Bei einem Halbleiterspeichermodul, bei-
spielsweise einem FBDIMM (Fully Buffered Dual-In 
Line Memory Module), gemäß der Fig. 1A sind auf ei-
ner Platine MP beidseitig Halbleiterspeicherbaustei-
ne B angeordnet. Die Halbleiterspeicherbausteine 
werden von einem Steuerbaustein SB angesteuert. 
Der Steuerbaustein sowie die Halbleiterspeicherbau-
steine haben ein Ball-Grid-Array Gehäuse BGA.

[0003] Fig. 1B zeigt eine erste Oberfläche, bei-
spielsweise die Oberseite eines FBDIMM-Speicher-
moduls. Im Zentrum der Platine MP ist der Steuer-
baustein, der einen Hub-Chip HC enthält, zur Ansteu-
erung der Halbleiterspeicherbausteine angeordnet. 
Die Halbleiterspeicherbausteine befinden sich auf 
der linken und rechten Seite des Hub-Chips auf der 
Platine in zwei parallel zueinander angeordneten 
Reihen.

[0004] Fig. 1B zeigt eine zweite Oberfläche, bei-
spielsweise die Unterseite BOT des FBDIMM-Spei-
chermoduls der Fig. 1A. Auch hier sind die Halblei-
terspeicherbausteine in zwei Reihen angeordnet. In 
der Mitte der Unterseite der Platine MP befinden sich 
vier Speicherchips ECC, die mit einer Fehlerkorrek-
turschaltung (Error Correction Circuit) zur Korrektur 
von Speicherfehlern ausgestattet sind. Zur linken und 
rechten Seite der vier ECC-Speicherchips sind wie 
auch auf der Oberseite jeweils vier Halbleiter-
speicherbausteine in zwei Reihen angeordnet.

[0005] Bei dem in den Fig. 1A und 1B dargestellten 
planaren FBDIMM-Speichermoduldesgin befindet 
sich in jedem der Halbleiterspeicherbausteine genau 
ein Speicherchip. Die Speicherchips können bei-
spielsweise DRAM (Dynamic Random Access Me-
mory)-Speicherzellen enthalten.

[0006] Fig. 2 zeigt in vereinfachter Darstellung ei-
nen Ausschnitt eines Speicherzellenfeld SZF, das auf 
jedem der Speicherchips SP vorhanden ist. Innerhalb 
des Speicherzellenfeldes SZF sind DRAM-Speicher-
zellen SZ entlang von Wortleitungen WL und Bitlei-
tungen BL matrixartig angeordnet. Eine DRAM-Spei-
cherzelle umfasst einen Auswahltransistor AT und ei-
nen Speicherkondensator SC. Zum Auslesen einer 
Information aus der Speicherzelle bzw. zum Ein-
schreiben einer Information in die Speicherzelle wird 
der Auswahltransistor AT durch ein entsprechendes 
Steuersignal auf der Wortleitung WL in den leitenden 
Zustand geschaltet. In diesem Fall ist der Speicher-

kondensator SC niederohmig mit der Bitleitung BL 
verbunden. Über die Bitleitung BL kann somit im Fal-
le eines Lesezugriffs der Ladungszustand des Spei-
cherkondensators ausgelesen werden bzw. im Fall 
eines Schreibzugriffs ein Ladezustand in dem Spei-
cherkondensator abgespeichert werden.

[0007] Zur Durchführung von Lese- und Schreibzu-
griffen auf die Speicherzellen der Speicherchips wird 
der Hubchip HC von einem Speichercontroller ange-
steuert. Die Steuersignale des Speichercontrollers 
werden dem FBDIMM-Speichermodul über einen 
ersten und zweiten Bus zugeführt. Der erste Bus ist 
dazu mit Eingangs- und Ausgangskontaktanschlüs-
sen E1 und A1 auf der Oberseite TOP der Platine MP 
verbunden. Der zweite Bus ist mit Eingangs- und 
Ausgangskontaktanschlüssen E2 und A2 auf der Un-
terseite BOT der Platine MP verbunden. Jeder der 
beiden Busse kann sowohl Steuersignale an den 
Hubchip senden als auch von dem Hub-Chip emp-
fangen.

[0008] Wenn im Gegensatz zu den in den Fig. 1A
und 1B dargestellten planaren FBDIMM-Speicher-
moduldesign ein sogenanntes "Stacked" FB-
DIMM-Speichermoduldesign verwendet wird, so sind 
innerhalb der Halbleiterspeicherbausteine jeweils 
zwei Speicherchips (Dual Stacked) oder vier Spei-
cherchips (Quad Stacked) gestapelt angeordnet. In 
diesem Fall befindet sich auf der Oberseite und der 
Unterseite des Halbleiterspeichermoduls nur jeweils 
eine Reihe mit Halbleiterbausteinen. Bei einem der-
artigen "Stacked" Speichermoduldesign werden ge-
mäß einer Standardisierung die an die Eingangskon-
taktanschlüsse E1 zugeführten Signale über Leiter-
bahnen, die auf der Oberfläche TOP der Platine MP 
verlaufen, dem Hubchip HC zugeführt. Entsprechend 
werden auch die vom Hubchip den Ausgangsan-
schlüssen A1 auf der Oberseite TOP zugeführten Si-
gnale über Leiterbahnen, die auf der Oberseite der 
Platine MP verlaufen, zugeführt.

[0009] Hingegen werden die Eingangssignale, die 
den Eingangskontaktanschlüssen E2 auf der Unter-
seite BOT der Platine zugeführt werden, über kurze 
Leiterbahnen auf der Unterseite der Platine einem 
durch die Platine hindurch laufenden Kontaktloch 
(Plated Through Hole) zugeführt. Über das Durch-
kontaktierungsloch sind die Eingangskontaktan-
schlüsse E2 mit Leiterbahnen, die auf einem inneren 
Layer der mehrlagigen Platine MP verlaufen, verbun-
den. Die Leiterbahnen werden durch ein weiteres 
Durchkontaktierungsloch im Bereich des Hubchips 
an die Oberseite TOP der Platine geführt. Von dort 
werden sie über ein kurzes Leiterstück auf der Ober-
seite der Platine dem Hubchip zugeführt.

[0010] Ebenso werden die Signale, die vom Hub-
chip den Ausgangsanschlüssen A2 auf der Untersei-
te BOT der Platine zugeführt werden, über ein kurzes 
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Leiterstück auf der Oberseite der Platine einem wei-
teren Durchkontaktierungsloch zugeführt. Durch das 
weitere Durchkontaktierungsloch werden sie bis zu 
einem inneren Layer der Platine geführt, verlaufen 
dann über eine Leiterbahn auf dem inneren Layer der 
Platine bis zu einem weiteren Durchgangskontaktie-
rungsloch, durch das sie auf der Unterseite BOT der 
Platine wieder hervortreten. Von dort werden sie über 
ein kurzes Leiterstück auf der Unterseite der Platine 
den Ausgangskontaktanschlüssen A2 zugeführt.

[0011] Eine derartige Zuführung von Signalen vom 
Speichercontroller zum Hubchip bzw. vom Hubchip 
zum Speichercontroller ist bei einem FBDIMM-Spei-
chermodul im planaren Design jedoch nicht möglich. 
Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt der Oberseite TOP des 
FBDIMM-Speichermoduls der Fig. 1B. Dargestellt ist 
der Hubchip HC und die in zwei Reihen auf der linken 
Seite des Hubchips angeordneten Speicherchips SP. 
Des Weiteren sind am Rand der Speicherkarte die 
Eingangskontaktanschlüsse E1 und die Ausgangs-
kontaktanschlüsse A1, an die der erste Bus ange-
schlossen ist, der das FBDIMM-Speichermodul mit 
dem Speichercontroller verbindet, angeordnet.

[0012] Aufgrund des nur gering zur Verfügung ste-
henden Platzes können nur einige von den Eingangs-
kontaktanschlüssen E1 zu dem Hubchip HC hinfüh-
rende Leiterbahnen RXL1 und nur einige von den von 
dem Hubchip HC zu den Ausgangskontaktanschlüs-
sen A1 zurückführende Leiterbahnen TXL1 auf der 
Oberseite TOP der Platine verlaufen. Die restlichen 
Eingangs- und Ausgangskontaktanschlüsse werden 
über Leiterbahnen, die auf inneren Layern der mehr-
lagigen Platine MP verlaufen, dem Hubchip zugeführt 
bzw. vom Hubchip wieder den Ausgangskontaktan-
schlüssen zugeführt. Die Eingangs- und Ausgangs-
kontaktanschlüsse sind dazu über kurze Leiterstücke 
mit Durchkontaktierungslöchern verbunden, die sich 
von der Oberseite TOP bis zur Unterseite BOT der 
Platine erstrecken. Über diese Durchkontaktierungs-
löcher sind die Ein- und Ausgangskontaktanschlüsse 
mit den Leiterbahnen im Inneren der Platine verbun-
den. Im Bereich des Hubchips befinden sich weitere 
Durchkontaktierungslöcher, durch die die Leiterbah-
nen von den inneren Layern wieder zur Oberfläche 
TOP geführt werden, von wo sie dem Hubchip unmit-
telbar zugeführt werden.

[0013] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch die Meh-
rebenen-Platine (Multilayer-Platine) MP. Die Platine 
weist eine Oberseite TOP und eine Unterseite BOT 
auf, zwischen denen mehrere innere Layer überein-
ander angeordnet sind. Ein Layer L1 und L2 gehören 
zu einer Gruppe G1 von Layern, die nahe an der 
Oberseite TOP der Platine angeordnet sind. Ein Lay-
er Ln-1 und Ln gehören zu einer Gruppe G2 von Lay-
ern, die nahe an einer Unterseite BOT der Platine an-
geordnet sind.

[0014] Die Platine MP weist im Bereich eines Ein-
gangskontaktanschlusses E1 und eines Ausgangs-
kontaktanschlusses A1 auf der Oberseite TOP der 
Platine zwei durchgehende Kontaktierungslöcher 
V1a und V1b auf, die sich von der Oberseite TOP der 
Platine zur Unterseite BOT der Platine erstrecken. Im 
Bereich eines Eingangskontaktanschlusses E2 und 
eines Ausgangskontaktanschlusses A2 auf der Un-
terseite der Platine sind zwei weitere durchgehende 
Kontaktierungslöcher V2a und V2b angeordnet, die 
sich ebenfalls von der Oberseite TOP zur Unterseite 
BOT der Platine erstrecken. Neben den durchgehen-
den Kontaktierungslöchern im Bereich der Ein- und 
Ausgangskontaktanschlüsse existieren noch zwei 
weitere durchgehende Kontaktierungslöcher V5a 
und V5b, die sich ebenfalls von der Oberseite TOP 
zur Unterseite BOT der Platine erstrecken. Im Be-
reich dieser beiden durchgehenden Kontaktierungs-
löcher ist der Hubchip HC angeordnet.

[0015] An dem Eingangskontaktanschluss E1 auf 
der Oberseite TOP der Platine wird ein von dem Spei-
chercontroller über den ersten Bus zugeführtes Ein-
gangssignal RX1 angelegt. Das Eingangssignal RX1 
wird über eine Leiterbahn RXL1 einem Eingangsan-
schluss HCE1 des Hubchips HC zugeführt. Die Lei-
terbahn RXL1 verläuft vom Eingangskontaktan-
schluss E1 über ein kurzes Leiterstück auf der Ober-
seite der Platine bis zu dem durchgehenden Kontak-
tierungsloch V1a, verläuft dann innerhalb des durch-
gehenden Kontaktierungslochs V1a bis zu dem Lay-
er L1. Die Leiterbahn RXL1 wird dann entlang des 
Layers L1 geführt und dem durchgehenden Kontak-
tierungsloch V5a zugeführt, durch das sie an die 
Oberseite TOP der Platine zu dem Eingangsan-
schluss HCE1 des Hubchips gelangt. Ebenso ver-
läuft im Bereich des Layers L1 eine Leiterbahn RXL2, 
die den Eingangskontaktanschluss E2 auf der Unter-
seite der Platine mit dem Eingangsanschluss HCE2 
des Hubchips verbindet. An dem Eingangskontaktan-
schluss E2 auf der Unterseite BOT der Platine liegt 
ein Eingangssignal RX2 an, das den Eingangskon-
taktanschluss E2 von dem Speichercontroller über 
den zweiten Bus zugeführt wird. Auf der Layerebene 
L1 verlaufen somit nur Leitungen, die Eingangssigna-
le RX1 und RX2 führen, die von dem Speichercont-
roller zu dem Hubchip laufen.

[0016] An einem Ausgangsanschluss HCA1 er-
zeugt der Hubchip ein Ausgangssignal TX1, das über 
eine Leiterbahn TXL1 dem Ausgangskontaktan-
schluss A1 auf der Oberseite TOP der Platine zuge-
führt wird. Die Leiterbahn TXL1 verläuft durch das 
durchgehende Kontaktierungsloch V5b bis zu der 
Layerebene Ln, auf der die Leiterbahn TXL1 bis zu 
dem durchgehenden Kontaktierungsloch V1b geführt 
wird. Durch das durchgehende Kontaktierungsloch 
V1b wird die Leiterbahn TXL1 wieder an die Obersei-
te TOP der Platine geführt und von dort dem Aus-
gangskontaktanschluss A1 zugeführt. Der Aus-
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gangskontaktanschluss A1 ist mit dem ersten Bus 
verbunden, über den das Ausgangssignal TX1 dem 
Speichercontroller zugeführt wird. Der erste Bus ist 
somit als ein bidirektionaler Bus ausgebildet.

[0017] Ein weiterer Ausgangsanschluss HCA2 des 
Hubchips ist über eine Leiterbahn TXL2 mit dem Aus-
gangskontaktanschluss A2 auf der Unterseite BOT 
der Platine verbunden. Die Leiterbahn TXL2 wird von 
dem Ausgangsanschluss HCA2 des Hub-Chips 
durch das durchgehende Kontaktierungsloch V5b 
ebenfalls bis zu der Layerebene Ln geführt, entlang 
derer die Leiterbahn TXL2 bis zu dem durchgehen-
den Kontaktierungsloch V2b weiter geführt wird. 
Durch das durchgehende Kontaktierungsloch V2b 
wird die Leiterbahn TXL2 der Unterseite BOT der Pla-
tine zugeführt. Über ein kurzes Leiterstück gelangt 
das Ausgangssignal TX2 an den Ausgangskontakt-
anschluss A2, der mit dem zweiten Bus zur Übertra-
gung des Ausgangssignals TX2 von dem Hubchip 
zum Speichercontroller verbunden ist. Die Aus-
gangssignale TX1 und TX2 vom Hubchip zum Spei-
chercontroller verlaufen somit über Leiterbahnen auf 
dem inneren Layer Ln der Platine. Der zweite Bus ist 
als ein bidirektionaler Bus ausgebildet, da er sowohl 
Eingangssignale RX2 als auch Ausgangssignale TX2 
zwischen dem Hubchip und dem Speichercontroller 
überträgt.

[0018] Ein "Routing" von Leiterbahnen, wie in Fig. 4
gezeigt, hat jedoch ein großes Übersprechen von Si-
gnalen zur Folge, das durch Verwendung von durch-
gehenden Kontaktierungslöchern, die eine hohe In-
duktivität darstellen noch verstärkt wird. Die wesent-
liche Ursache des Übersprechens liegt jedoch darin 
begründet, dass die Signale, die vom Speichercont-
roller zum Hubchip gesendet werden, über Leiterbah-
nen in einer Layerebene, die nahe an der Oberseite 
TOP der Platine angeordnet ist, übertragen werden 
und alle Signale, die vom Hubchip zum Speichercon-
troller gesendet werden, auf Leiterbahnen in einer 
Layerebene verlaufen, die nahe an der Unterseite 
BOT der Platine angeordnet ist. Problematisch wirkt 
sich dabei insbesondere aus, dass beispielsweise 
das Eingangssignal RX2 beim Durchgang durch das 
Kontaktierungsloch V2a mehrere Referenzebenen 
im Inneren der Platine durchqueren muss, bis es von 
der Unterseite BOT zur Layerebene L1 gelangt. 
Ebenso muss das Ausgangssignal TX1 mehrere Re-
ferenzebenen im Inneren der Platine über das durch-
gehende Kontaktierungsloch V5b durchqueren, bis 
es zur Layerebene Ln gelangt.

Aufgabenstellung

[0019] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Platine anzugeben, bei der das Überspre-
chen zwischen Signalen, die auf Layern innerhalb der 
Platine verlaufen, reduziert ist.

[0020] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Platine 
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

[0021] Die erfindungsgemäße Platine weist eine 
erste Oberfläche und eine zweite Oberfläche auf. Sie 
umfasst des Weiteren mehrere Layer, die in einer 
übereinander gestapelten Anordnung zwischen der 
ersten Oberfläche und der zweiten Oberfläche ange-
ordnet sind, wobei eine erste Gruppe der Layer näher 
an der ersten Oberfläche der Platine und eine zweite 
Gruppe der Layer näher an der zweiten Oberfläche 
der Platine liegen. Auf der ersten Oberfläche der Pla-
tine ist ein Halbleitersteuerbaustein angeordnet. Die 
Platine weist ferner mindestens zwei erste Kontakt-
anschlüssen auf, die auf der ersten Oberfläche der 
Platine angeordnet sind, wobei einer der beiden ers-
ten Kontaktanschlüsse zum Anlegen eines ersten 
Eingangssignals und der andere der beiden ersten 
Kontaktanschlüsse zum Erzeugen eines ersten Aus-
gangssignals verwendet wird. Sie umfasst des Weite-
ren mindestens zwei zweite Kontaktanschlüsse, die 
auf der zweiten Oberfläche der Platine angeordnet 
sind, wobei einer der beiden zweiten Kontaktan-
schlüsse zum Anlegen eines zweiten Eingangssig-
nals und der andere der beiden zweiten Kontaktan-
schlüsse zum Erzeugen eines zweiten Ausgangssig-
nals verwendet wird. Die Platine weist des Weiteren 
zwei erste Leiterbahnen auf, wobei eine der beiden 
ersten Leiterbahnen zur Übertragung des ersten Ein-
gangssignals von dem einen der beiden ersten Kon-
taktanschlüsse zu dem Halbleitersteuerbaustein und 
die andere der beiden ersten Leiterbahnen zur Über-
tragung des ersten Ausgangssignals von dem Halb-
leitersteuerbaustein zu dem anderen der beiden ers-
ten Kontaktanschlüsse verwendet wird. Sie umfasst 
des Weiteren zwei zweite Leiterbahnen, wobei eine 
der beiden zweiten Leiterbahnen zur Übertragung 
des zweiten Eingangssignals von dem einen der bei-
den zweiten Kontaktanschlüsse zu dem Halbleiter-
steuerbaustein und die andere der beiden zweiten 
Leiterbahnen zur Übertragung des zweiten Aus-
gangssignals von dem Halbleitersteuerbaustein zu 
dem anderen der beiden zweiten Kontaktanschlüsse 
verwendet wird. Die beiden ersten Leiterbahnen ver-
laufen in mindestens einem der Layer der ersten 
Gruppe der Layer, wohingegen die beiden zweiten 
Leiterbahnen in mindestens einem der Layer der 
zweiten Gruppe der Layer verlaufen.

[0022] Durch das erfindungsgemäße Routing-Ver-
fahren wird das Übersprechen zwischen Signalen 
deutlich reduziert. Die Routing-Technik ist dabei un-
abhängig von der Anzahl der Layer der Mehrebe-
nen-Platine. Sie lässt sich sowohl bei "single-ended"
Signalen als auch bei differentiellen Signalen anwen-
den.

[0023] Gemäß einer Weiterbildung der Platine um-
fassen die Layer der ersten Gruppe einen ersten Lay-
er und mindestens einen zweiten Layer, wobei der 
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erste Layer der ersten Gruppe näher an der ersten 
Oberfläche der Platine liegt als der zweite Layer der 
ersten Gruppe. Die Layer der zweiten Gruppe umfas-
sen einen ersten Layer und mindestens einen zwei-
ten Layer, wobei der erste Layer der zweiten Gruppe 
näher an der zweiten Oberfläche der Platine liegt als 
der zweite Layer der zweiten Gruppe. Die beiden ers-
ten Leiterbahnen verlaufen in dem ersten Layer der 
ersten Gruppe und die beiden zweiten Leiterbahnen 
verlaufen in dem zweiten Layer der zweiten Gruppe.

[0024] Gemäß einem weiteren Merkmal der erfin-
dungsgemäßen Platine sind ein erstes und ein zwei-
tes durchgehendes Kontaktierungsloch vorgesehen, 
die sich jeweils von der ersten Oberfläche zu der 
zweiten Oberfläche der Platine erstrecken. Die ers-
ten Leiterbahnen verlaufen von den ersten Kontakt-
anschlüssen durch das erste durchgehende Kontak-
tierungsloch bis zu dem ersten Layer der ersten 
Gruppe. Die zweiten Leiterbahnen verlaufen von den 
zweiten Kontaktanschlüssen durch das zweite durch-
gehende Kontaktierungsloch bis zu dem ersten Layer 
der zweiten Gruppe.

[0025] Die erfindungsgemäße Platine umfasst vor-
zugsweise ein erstes blindes Kontaktierungsloch, 
das sich von der ersten Oberfläche der Platine bis zu 
dem ersten Layer der ersten Gruppe erstreckt. Des 
weiteren ist ein zweites blindes Kontaktierungsloch 
vorgesehen, das sich von der zweiten Oberfläche der 
Platine bis zu dem ersten Layer der zweiten Gruppe 
erstreckt. Die ersten Leiterbahnen verlaufen von den 
ersten Kontaktanschlüssen durch das erste blinde 
Kontaktierungsloch zu dem ersten Layer der ersten 
Gruppe. Die zweiten Leiterbahnen verlaufen von den 
zweiten Kontaktanschlüssen durch das zweite blinde 
Kontaktierungsloch zu dem ersten Layer der zweiten 
Gruppe.

[0026] Nach einer weiteren Ausgestaltungsvariante 
der Platine verläuft ein erster Teil der ersten Leiter-
bahnen in dem ersten Layer der ersten Gruppe. Ein 
zweiter Teil der ersten Leiterbahnen verläuft in dem 
zweiten Layer der ersten Gruppe. Ein erster Teil der 
zweiten Leiterbahnen verläuft in dem ersten Layer 
der zweiten Gruppe. Ein zweiter Teil der zweiten Lei-
terbahnen verläuft in dem zweiten Layer der zweiten 
Gruppe.

[0027] Eine andere Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Platine sieht ein erstes, zweites, drittes und 
viertes durchgehendes Kontaktierungsloch vor, die 
sich jeweils von der ersten Oberfläche zu der zweiten 
Oberfläche der Platine erstrecken. Der erste Teil der 
ersten Leiterbahnen verläuft von den ersten Kontakt-
anschlüssen durch das erste durchgehende Kontak-
tierungsloch bis zu dem ersten Layer der ersten 
Gruppe. Der zweite Teil der zweiten Leiterbahnen 
verläuft von den zweiten Kontaktanschlüssen durch 
das zweite durchgehende Kontaktierungsloch zu 

dem ersten Layer der zweiten Gruppe. Der zweite 
Teil der ersten Leiterbahnen verläuft von den ersten 
Kontaktanschlüssen durch das dritte durchgehende 
Kontaktierungsloch bis zu dem zweiten Layer der 
ersten Gruppe. Der zweite Teil der zweiten Leiterbah-
nen verläuft von den zweiten Kontaktanschlüssen 
durch das vierte durchgehende Kontaktierungsloch 
bis zu dem zweiten Layer der zweiten Gruppe.

[0028] Eine andere Ausbildung der erfindungsge-
mäßen Platine sieht ein erstes blindes Kontaktie-
rungsloch vor, das sich von der ersten Oberfläche der 
Platine bis zu dem ersten Layer der ersten Gruppe 
erstreckt. Ein zweites blindes Kontaktierungsloch er-
streckt sich von der zweiten Oberfläche der Platine 
bis zu dem ersten Layer der zweiten Gruppe. Ein drit-
tes blindes Kontaktierungsloch erstreckt sich von der 
ersten Oberfläche der Platine bis zu dem zweiten 
Layer der ersten Gruppe. Ein viertes blindes Kontak-
tierungsloch erstreckt sich von der zweiten Oberflä-
che der Platine bis zu dem zweiten Layer der zweiten 
Gruppe. Der erste Teil der ersten Leiterbahnen ver-
läuft von den ersten Kontaktanschlüssen durch das 
erste blinde Kontaktierungsloch bis zu dem ersten 
Layer der ersten Gruppe. Der erste Teil der zweiten 
Leiterbahnen verläuft von den zweiten Kontaktan-
schlüssen durch das zweite blinde Kontaktierungs-
loch bis zu dem ersten Layer der zweiten Gruppe. 
Der zweite Teil der ersten Leiterbahnen verläuft von 
den ersten Kontaktanschlüssen in dem dritten blin-
den Kontaktierungsloch bis zu dem zweiten Layer der 
ersten Gruppe. Der zweite Teil der zweiten Leiterbah-
nen verläuft von den zweiten Kontaktanschlüssen 
durch das vierte blinde Kontaktierungsloch bis zu 
dem zweiten Layer der zweiten Gruppe.

[0029] Eine Weiterbildung der Platine sieht ein fünf-
tes blindes Kontaktierungsloch vor, das sich von ei-
nem der Layer der ersten Gruppe zu der ersten Ober-
fläche der Platine erstreckt. Des weiteren ist ein fünf-
tes durchgehendes Kontaktierungsloch vorgesehen, 
das sich von der ersten Oberfläche zu der zweiten 
Oberfläche der Platine erstreckt. Die ersten Leiter-
bahnen verlaufen von dem einen der Layer der ers-
ten Gruppe durch das fünfte blinde Kontaktierungs-
loch bis zu dem Halbleitersteuerbaustein. Die zwei-
ten Leiterbahnen verlaufen von dem der Layer der 
zweiten Gruppe durch das fünfte durchgehende Kon-
taktierungsloch zu dem Halbleitersteuerbaustein.

[0030] Auf der Platine sind vorzugsweise Halbleiter-
speicherbausteine angeordnet. Der Halbleitersteuer-
baustein steuert das Durchführen von Lese- und 
Schreibzugriffen auf die Halbleiterspeicherbausteine.

[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Platine enthalten die Halbleiterspeicherbausteine je-
weils einen Speicherchip mit dynamischen Speicher-
zellen mit wahlfreiem Zugriff.
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[0032] Der Halbleitersteuerbaustein ist vorzugswei-
se als ein Hub-Chip ausgebildet.

[0033] Der Hub-Chip des Halbleitersteuerbausteins 
befindet sich vorzugsweise in einem Ball-Grid-Ar-
ray-Gehäuse.

[0034] Die erfindungsgemäße Platine ist vorzugs-
weise als eine Fully Buffered Dual-In Line Memory 
Platine ausgebildet.

Ausführungsbeispiel

[0035] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 
Figuren, die Ausführungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung zeigen, näher erläutert. Es zeigen:

[0036] Fig. 1A einen Querschnitt durch ein FB-
DIMM Speichermodul

[0037] Fig. 1B eine Oberseite eines FBDIMM Spei-
chermoduls,

[0038] Fig. 1C eine Unterseite eines FBDIMM Spei-
chermoduls,

[0039] Fig. 2 ein Speicherzellenfeld eines Speicher-
chips auf dem FBDIMM Speichermodul,

[0040] Fig. 3 ein Ausschnitt der Unterseite der Pla-
tine eines FBDIMM-Speichermoduls im planaren De-
sign,

[0041] Fig. 4 ein Routing von Leiterbahnen auf in-
neren Layern einer Platine eines FBDIMM Speicher-
moduls gemäß dem Stand der Technik,

[0042] Fig. 5 eine erste Ausführungsform eines 
Routings von Leiterbahnen auf inneren Layern einer 
Platine eines FBDIMM Speichermoduls gemäß der 
Erfindung,

[0043] Fig. 6 eine zweite Ausführungsform eines 
Routings von Leiterbahnen auf inneren Layern einer 
Platine eines FBDIMM Speichermoduls gemäß der 
Erfindung.

[0044] Fig. 5 zeigt eine MehrebenenPlatine MP mit 
einer Oberseite TOP und Unterseite BOT. Zwischen 
der Oberseite und der Unterseite sind mehrere innere 
Layerebenen L1, L2, ..., Ln-1, Ln angeordnet. Die 
Layerebenen L1 und L2 gehören dabei zu einer 
Gruppe G1 von Layerebenen, die nahe an der Ober-
seite TOP der Platine angeordnet sind und die Laye-
rebenen Ln-1 und Ln gehören zu einer Gruppe G2, 
die nahe an der Unterseite BOT der Platine angeord-
net sind. Im Bereich der Eingangs- und Ausgangs-
kontaktanschlüsse weist die Platine vier durchgehen-
de Kontaktierungslöcher V1a, V1b, V2a und V2b auf, 
die sich von der Oberseite TOP zur Unterseite BOT 

der Platine erstrecken. Im Bereich des Hubchips HC 
sind zwei durchgehende Kontaktierungslöcher V5a 
und V5b vorhanden, die sich ebenfalls von der Ober-
fläche TOP bis zu der Unterseite BOT der Platine er-
strecken.

[0045] Erfindungsgemäß verlaufen alle Leiterbah-
nen, die Signale führen, die Kontaktanschlüssen auf 
der Oberseite der Platine zugeführt werden, auf min-
destens einer Layerebene der Gruppe G1. Dabei ist 
es unabhängig, ob es sich bei den Signalen um Ein-
gangssignale, die vom Speichercontroller zu dem 
Hubchip übertragen werden, oder ob es sich um Aus-
gangssignale, die von dem Hubchip zu dem Spei-
chercontroller übertagen werden, handelt. Ebenso 
werden alle Signale, die Kontaktanschlüssen auf der 
Unterseite BOT der Platine zugeführt werden, auf in-
neren Layerebenen der Gruppe G2 übertragen. Da-
bei ist es auch hier unabhängig davon, ob es sich bei 
den Signalen um Eingangssignale, die vom Spei-
chercontroller zum Hubchip gelangen, handelt oder 
ob es sich um Ausgangssignale, die vom Hub-Chip 
zum Speichercontroller übertragen werden, handelt.

[0046] Die an dem Eingangskontaktanschluss E1 
dem FBDIMM-Speichermodul zugeführten Ein-
gangssignale RX1 werden über das durchgehende 
Kontaktierungsloch V1a dem inneren Layer L1 zuge-
führt und verlaufen über die Leiterbahn RXL1 auf 
dem Layer L1 bis zu dem durchgehenden Kontaktie-
rungsloch V5a, durch das sie auf die Oberseite TOP 
der Platine zu dem Eingangsanschluss HC1A des 
Hubchips gelangen. Die an dem Ausgangskontakt-
anschluss A1 erzeugten Signale TX1 werden von ei-
nem Ausgangsanschluss HCA1 des Hubchips über 
eine Leiterbahn TXL1, die durch das durchgehende 
Kontaktierungsloch V5a bis zur Layerebene L2 ge-
führt, entlang der Layerebene L2 bis zum durchge-
henden Kontaktierungsloch V1b geführt und von dort 
über das durchgehende Kontaktierungsloch V1b 
dem Ausgangskontaktanschluss A1 auf der Obersei-
te der Platine zugeführt.

[0047] Der auf der Unterseite der Platine angeord-
nete Eingangskontaktanschluss E2 ist über eine Lei-
terbahn RXL2 mit dem Eingangsanschluss HCE2 
des Hubchips verbunden. Die Leiterbahn RXL2 ver-
läuft dabei durch das durchgehende Kontaktierungs-
loch V2a bis zum inneren Layer Ln, entlang des inne-
ren Layers Ln bis zu dem durchgehenden Kontaktie-
rungsloch V5b und von dort bis zum Eingangsan-
schluss HCE2 des Hubchips auf der Oberseite TOP 
der Platine.

[0048] Das Ausgangssignal TX2 verläuft über eine 
Leiterbahn TXL2 von dem Ausgangsanschluss 
HCA2 auf der Oberseite der Platine durch das durch-
gehende Kontaktierungsloch V5b bis zu dem inneren 
Layer Ln-1, entlang dem inneren Layer Ln-1 bis zu 
dem durchgehenden Kontaktierungsloch V2b und 
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von dort zu dem Ausgangskontaktanschluss A2 auf 
der Unterseite BOT der Platine.

[0049] Vorzugsweise werden sämtliche Leiterbah-
nen, die zwischen den Eingangs- und Ausgangsan-
schlüssen HCE1 und HCA1 des Hubchips und den 
Eingangs- und Ausgangskontaktanschlüssen E1 und 
A1 auf der Oberseite der Platine verlaufen, entlang 
eines der inneren Layer der Gruppe G1 geführt, der 
der Oberfläche TOP am nächsten liegt. Im Beispiel 
der Fig. 5 werden also vorzugsweise alle Leiterbah-
nen RXL1 und TXL1 entlang dem inneren Layer L1 
der Gruppe G1 geführt. Ebenso werden alle Leiter-
bahnen RXL2 und TXL2, die zwischen dem Ein-
gangsanschluss HCE2 bzw. dem Ausgangsan-
schluss HCA2 des Hubchips und den Ein- bzw. Aus-
gangskontaktanschlüssen E2 bzw. A2 auf der Unter-
seite der Platine verlaufen, auf demjenigen inneren 
Layer der Gruppe G2 geführt, der der Unterseite BOT 
am nächsten liegt. Im Beispiel der Fig. 5 werden also 
vorzugsweise die Leiterbahnen RXL2 und TXL2 ent-
lang des Layers Ln geführt.

[0050] Ein Routing sämtlicher Leiterbahnen, die mit 
den Eingangs- und Ausgangskontaktanschlüssen E1 
und A1 auf der Oberseite der Platine verbunden sind, 
über einen gemeinsamen Layer, beispielsweise den 
Layer L1, und ein Routing aller Leiterbahnen, die mit 
den Ein- und Ausgangskontaktanschlüssen E2 und 
A2 auf der Unterseite der Platine verbunden sind, 
über einen gemeinsamen Layer, beispielsweise den 
Layer Ln, ist jedoch aus Platzgründen in den meisten 
Fällen unmöglich. Daher wird ein Teil der Leiterbah-
nen RXL1 und TXL1, die mit den Ein- und Ausgangs-
kontaktanschlüssen E1 und A1 auf der Oberseite der 
Platine verbunden sind, entlang des Layers L1 und 
ein zweiter Teil dieser Leiterbahnen auf dem nächs-
ten darunter liegenden Layer L2 geführt. Ebenso wer-
den ein Teil der Leiterbahnen RXL2 und TXL2, die mit 
den Ein- und Ausgangskontaktanschlüssen E2 und 
A2 auf der Unterseite der Platine verbunden sind, auf 
dem Layer Ln und ein weiterer Teil dieser Leiterbah-
nen auf dem nächst entfernteren Layer Ln-1 geführt.

[0051] Der besseren Übersicht halber werden in 
Fig. 5 die Eingangssignale RX1 entlang des Layers 
L1 und die Ausgangssignale TXL1 entlang des Lay-
ers L2 geführt. Eine derartige Trennung von Ein-
gangs- und Ausgangssignalen ist jedoch nicht zwin-
gend erforderlich. Dies bedeutet, dass sowohl ent-
lang des Layers L1 als auch entlang des Layers L2 
sowohl Eingangs- als auch Ausgangssignale verlau-
fen können, die den Ein- und Ausgangskontaktan-
schlüssen auf der Oberseite der Platine zugeführt 
werden. Ebenso ist die in Fig. 5 dargestellte Auftei-
lung der Eingangs- und Ausgangssignale RX2 auf 
den Layer Ln und TX2 auf den Layer Ln-1 nicht zwin-
gend erforderlich. Sowohl auf dem Layer Ln als auch 
auf dem Layer Ln-1 lassen sich sowohl Eingangs- als 
auch Ausgangssignale gemeinsam führen, die mit 

den Ein- und Ausgangskontaktanschlüssen auf der 
Unterseite der Platine verbunden sind.

[0052] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes Routings von Leiterbahnen zwischen dem Hub-
chip und dem Speichercontroller. Im Gegensatz zur 
Fig. 5 werden bei dieser Ausführungsform bevorzugt 
blinde Kontaktierungslöcher verwendet. So verbin-
den im Bereich der Ein- und Ausgangskontaktan-
schlüsse das blinde Kontaktierungsloch V1a' die 
Oberseite TOP der Platine mit dem inneren Layer L1, 
das blinde Kontaktierungsloch V1b' die Oberseite 
TOP der Platine mit dem inneren Layer L2, das blinde 
Kontaktierungsloch V2a' die Unterseite BOT mit dem 
Layer Ln, das blinde Kontaktierungsloch V2b' die Un-
terseite BOT mit dem Layer Ln-1 und das blinde Kon-
taktierungsloch V5a' im Bereich des Hubchips die 
Layerebene L2 mit der Oberseite TOP der Platine.

[0053] Die Leiterbahn RXL1 verläuft vom Eingangs-
kontaktanschluss E1 auf der Oberseite der Platine 
durch das blinde Kontaktierungsloch V1a' bis zu dem 
Layer L1, entlang des Layers L1 bis zu dem blinden 
Kontaktierungsloch V5a' und von dort bis zu dem Ein-
gangsanschluss HCE1 des Hubchips. Die Leiterbahn 
TXL1 verläuft vom Ausgangsanschluss HCA1 des 
Hubchips durch das blinde Kontaktierungsloch V5a'
bis zu dem inneren Layer L2, anschließend entlang 
des inneren Layers L2 bis zu dem blinden Kontaktie-
rungsloch V1b' und von dort zu dem Ausgangskon-
taktanschluss A1 auf der Oberseite der Platine. Der 
Eingangskontaktanschluss E2 auf der Unterseite der 
Platine ist über die Leiterbahn RXL2, die durch das 
blinde Kontaktierungsloch V2a' bis zu der Layerebe-
ne Ln geführt wird und anschließend entlang der Lay-
erebene Ln bis zu dem durchgehenden Kontaktie-
rungsloch V5b' und danach durch das durchgehende 
Kontaktierungsloch V5b' bis zu dem Eingangsan-
schluss HCE2 des Hub-Chips verläuft, mit dem Ein-
gangsanschluss HCE2 des Hubchips verbunden. Die 
Leiterbahn TXL2, die den Ausgangsanschluss HCA2 
des Hubchips mit dem Ausgangskontaktanschluss 
A2 auf der Unterseite der Platine verbindet, wird 
durch das durchgehende Kontaktierungsloch V5b'
bis zu dem Layer Ln-1 geführt, von dort entlang des 
Layers Ln-1 bis zu dem blinden Kontaktierungsloch 
V2b' geführt und von dort dem Ausgangskontaktan-
schluss A2 auf der Unterseite der Platine zugeführt.

[0054] Vorzugsweise sollen auch hier, wie bei der 
Ausführungsform der Fig. 5, sämtliche Leiterbahnen, 
die mit den Ein- und Ausgangskontaktanschlüssen 
E1 und A1 auf der Oberseite der Platine verbunden 
sind, entlang demjenigen inneren Layer der Gruppe 
G1 verlaufen, der der Oberseite TOP der Platine am 
nächsten liegt. Entsprechend sollen alle Leiterbah-
nen, die mit den Ein- und Ausgangskontaktanschlüs-
sen E2 und A2 auf der Unterseite der Platine verbun-
den sind, entlang desjenigen inneren Layers der 
Gruppe G2 geführt werden, der der Unterseite BOT 
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der Platine am nächsten liegt.

[0055] Da im Beispiel der Fig. 6 der zur Verfügung 
stehende Platz auf dem Layer L1 als auch auf dem 
Layer Ln begrenzt ist, wird ein Teil der Leiterbahnen, 
die mit den Ein- und Ausgangskontaktanschlüssen 
E1 und A1 auf der Oberseite der Platine verbunden 
sind, entlang des Layers L1 und ein anderer Teil die-
ser Leiterbahnen entlang des nach dem Layer L1 von 
der Oberseite nächst entfernteren Layers L2 geführt. 
Ebenso werden ein Teil der Leiterbahnen, die mit den 
Ein- und Ausgangskontaktanschlüssen E2 und A2 
auf der Unterseite der Platine verbunden sind, ent-
lang des zur Unterseite der Platine nächst gelegenen 
Layers Ln und ein weiterer Teil auf dem nach dem 
Layer Ln zur Unterseite nächst liegenden Layer Ln-1 
geführt.

[0056] Wie bereits bei Fig. 5 angemerkt, ist es dabei 
nicht zwingend erforderlich, wie in Fig. 6 der Einfach-
heit halber dargestellt, dass entlang eines der beiden 
Layer Eingangssignale RX und auf dem nächsten 
darunter bzw. darüber liegenden Layer Ausgangssig-
nale TX geführt werden. Stattdessen kann jeder der 
Layer L1 und L2 als auch jeder der Layer Ln und Ln-1 
sowohl Eingangs- als auch Ausgangssignale führen.

[0057] Durch Verwendung der in Fig. 5 und Fig. 6
vorgeschlagenen Technik des Routings von Leiter-
bahnen kann das Übersprechen zwischen den ein-
zelnen Leiterbahnen erheblich reduziert werden. 
Durch Verwendung der in Fig. 6 vorgesehenen blin-
den Kontaktierungslöcher wird eine weitere Verbes-
serung des Übersprechens erzielt. Durch Verwen-
dung von blinden Kontaktierungslöchern, insbeson-
dere vorzugsweise der Verwendung kurzer blinder 
Kontaktierungslöcher, wie beispielsweise die Ver-
wendung der Kontaktierungslöcher V1a' und V2a'
lässt sich die Induktivität im Bereich der Kontaktie-
rungslöcher deutlich reduzieren. Die Folge ist eine 
verbesserte Signalintegrität, sowie eine Reduzierung 
des Übersprechens. Des Weiteren lassen sich durch 
die erfindungsgemäße Technik des Routings von Lei-
terbahnen Reflektionen von Signalen deutlich redu-
zieren und die Intersymbolinterferenz verbessern.

Patentansprüche

1.  Platine zur Reduzierung des Übersprechens 
von Signalen,  
– die eine erste Oberfläche (TOP) und eine zweite 
Oberfläche (BOT) aufweist,  
– die mehrere Layer (L1, L2, ..., Ln-1, Ln) umfasst, die 
in einer übereinander gestapelten Anordnung zwi-
schen der ersten Oberfläche (TOP) und der zweiten 
Oberfläche (BOT) angeordnet sind, wobei eine erste 
Gruppe (G1) der Layer (L1, L2) näher an der ersten 
Oberfläche (TOP) der Platine und eine zweite Grup-
pe (G2) der Layer (Ln-1, Ln) näher an der zweiten 
Oberfläche (BOT) der Platine liegen,  
– mit einem Halbleitersteuerbaustein (HC), der auf 
der ersten Oberfläche (TOP) der Platine angeordnet 
ist,  
– mit mindestens zwei ersten Kontaktanschlüssen 
(E1, A1), die auf der ersten Oberfläche (TOP) der 
Platine angeordnet sind, wobei einer der beiden ers-
ten Kontaktanschlüsse (E1) zum Anlegen eines ers-
ten Eingangssignals (RX1) und der andere der bei-
den ersten Kontaktanschlüsse (A1) zum Erzeugen 
eines ersten Ausgangssignals (TX1) verwendet wird,  
– mit mindestens zwei zweiten Kontaktanschlüssen 
(E2, A2), die auf der zweiten Oberfläche (BOT) der 
Platine angeordnet sind, wobei einer der beiden 
zweiten Kontaktanschlüsse (E2) zum Anlegen eines 
zweiten Eingangssignals (RX2) und der andere der 
beiden zweiten Kontaktanschlüsse (A2) zum Erzeu-
gen eines zweiten Ausgangssignals (TX2) verwendet 
wird,  
– mit mindestens zwei ersten Leiterbahnen (RXL1, 
TXL1), wobei eine der beiden ersten Leiterbahnen 
(RXL1) zur Übertragung des ersten Eingangssignals 
(RX1) von dem einen der beiden ersten Kontaktan-
schlüsse (E1) zu dem Halbleitersteuerbaustein (HC) 
und die andere der beiden ersten Leiterbahnen 
(TXL1) zur Übertragung des ersten Ausgangssignals 
(TX1) von dem Halbleitersteuerbaustein (HC) zu dem 
anderen der beiden ersten Kontaktanschlüsse (E2) 
verwendet wird,  
– mit mindestens zwei zweiten Leiterbahnen (RXL2, 
TXL2), wobei eine der beiden zweiten Leiterbahnen 
(RXL2) zur Übertragung des zweiten Eingangssig-
nals (RX2) von dem einen der beiden zweiten Kon-
taktanschlüsse (E2) zu dem Halbleitersteuerbaustein 
(HC) und die andere der beiden zweiten Leiterbah-
nen (TXL2) zur Übertragung des zweiten Ausgangs-
signals (TX2) von dem Halbleitersteuerbaustein (HC) 
zu dem anderen der beiden zweiten Kontaktan-

Bezugszeichenliste

MP Platine
SP Speicherchip
HC Hubchip
E Eingangskontaktanschluss
A Ausgangskontaktanschluss
TOP Oberseite
BOT Unterseite
ECC Error Correction Speicherchip
SZF Speicherzellenfeld
SZ Speicherzelle
BL Bitleitung
WL Wortleitung

AT Auswahltransistor
SC Speicherkondensator
RXL, TXL Leiterbahnen
HCE, HCA Ein- und Ausgangsanschlüsse des 

Hubchips
L Layerebenen
V durchgehende Kontaktierungslöcher
V' blinde Kontaktierungslöcher
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schlüsse (A2) verwendet wird,  
– bei dem die beiden ersten Leiterbahnen (RXL1, 
TXL1) in mindestens einem der Layer (L1, L2) der 
ersten Gruppe (G1) der Layer verlaufen,  
– bei dem die beiden zweiten Leiterbahnen (RXL2, 
TXL2) in mindestens einem der Layer (Ln-1, Ln) der 
zweiten Gruppe (G2) der Layer verlaufen.

2.  Platine nach Anspruch 1,  
– bei dem die Layer der ersten Gruppe (G1) einen 
ersten Layer (L1) und mindestens einen zweiten Lay-
er (L2) umfassen, wobei der erste Layer (L1) der ers-
ten Gruppe (G1) näher an der ersten Oberfläche 
(TOP) der Platine liegt als der zweite Layer (L2) der 
ersten Gruppe (G1),  
– bei dem die Layer der zweiten Gruppe (G2) einen 
ersten Layer (Ln) und mindestens einen zweiten Lay-
er (Ln-1) umfassen, wobei der erste Layer (Ln) der 
zweiten Gruppe (G2) näher an der zweiten Oberflä-
che (BOT) der Platine liegt als der zweite Layer 
(Ln-1) der zweiten Gruppe (G2),  
– bei dem die beiden ersten Leiterbahnen (RXL1, 
TXL1) in dem ersten Layer (L1) der ersten Gruppe 
(G1) und die beiden zweiten Leiterbahnen (RXL2, 
TXL2) in dem zweiten Layer (L2) der zweiten Gruppe 
(G2) verlaufen.

3.  Platine nach Anspruch 2,  
– mit einem ersten und zweiten durchgehenden Kon-
taktierungsloch (V1R, V2A), die sich jeweils von der 
ersten Oberfläche (TOP) zu der zweiten Oberfläche 
(BOT) der Platine erstrecken,  
– bei dem die ersten Leiterbahnen (RXL1, TXL1) von 
den ersten Kontaktanschlüssen (E1, A1) durch das 
erste durchgehende Kontaktierungsloch (V1A) bis zu 
dem ersten Layer (L1) der ersten Gruppe (G1) und 
die zweiten Leiterbahnen (RXL2, TXL2) von den 
zweiten Kontaktanschlüssen (E2, A2) durch das 
zweite durchgehende Kontaktierungsloch (V2A) zu 
dem ersten Layer (Ln) der zweiten Gruppe (G2) ver-
laufen.

4.  Platine nach Anspruch 2,  
– mit einem ersten blinden Kontaktierungsloch 
(V1A'), das sich von der ersten Oberfläche (TOP) der 
Platine bis zu dem ersten Layer (L1) der ersten Grup-
pe (G1) erstreckt,  
– mit einem zweiten blinden Kontaktierungsloch 
(V2A'), das sich von der zweiten Oberfläche (BOT) 
der Platine bis zu dem ersten Layer (Ln) der zweiten 
Gruppe (G2) erstreckt,  
– bei dem die ersten Leiterbahnen (RXL1, TXL1) von 
den ersten Kontaktanschlüssen (E1, A1) durch das 
erste blinde Kontaktierungsloch (V1A') zu dem ersten 
Layer (L1) der ersten Gruppe (G1) und die zweiten 
Leiterbahnen (RXL2, TXL2) von den zweiten Kontak-
tanschlüssen (E2, A2) durch das zweite blinde Kon-
taktierungsloch (V2A') zu dem ersten Layer (Ln) der 
zweiten Gruppe (G2) verlaufen.

5.  Platine nach Anspruch 2,  
– bei dem ein erster Teil der ersten Leiterbahnen 
(RXL1) in dem ersten Layer (L1) der ersten Gruppe 
(G1) verläuft,  
– bei dem ein zweiter Teil der ersten Leiterbahnen 
(TXL1) in dem zweiten Layer (L2) der ersten Gruppe 
(G1) verläuft,  
– bei dem ein erster Teil der zweiten Leiterbahnen 
(RXL2) in dem ersten Layer (Ln) der zweiten Gruppe 
(G2) verläuft,  
– bei dem ein zweiter Teil der zweiten Leiterbahnen 
(TXL2) in dem zweiten Layer (Ln-1) der zweiten 
Gruppe (G2) verläuft.

6.  Platine nach Anspruch 5,  
– mit einem ersten, zweiten, dritten und vierten durch-
gehenden Kontaktierungsloch (V1A, V2A, V1B, 
V2B), die sichjeweils von der ersten Oberfläche 
(TOP) zu der zweiten Oberfläche (BOT) der Platine 
erstrecken,  
– bei dem der erste Teil der ersten Leiterbahnen 
(RXL1) von den ersten Kontaktanschlüssen (E1) 
durch das erste durchgehende Kontaktierungsloch 
(V1A) bis zu dem ersten Layer (L1) der ersten Grup-
pe (G1) und der erste Teil der zweiten Leiterbahnen 
(RXL2) von den zweiten Kontaktanschlüssen (A2) 
durch das zweite durchgehende Kontaktierungsloch 
(V2A) zu dem ersten Layer (Ln) der zweiten Gruppe 
(G2) verläuft,  
– bei dem der zweite Teil der ersten Leiterbahnen 
(TXL1) von den ersten Kontaktanschlüssen (A1) 
durch das dritte durchgehende Kontaktierungsloch 
(V1B) bis zu dem zweiten Layer (L2) der ersten Grup-
pe (G1) und der zweite Teil der zweiten Leiterbahnen 
(TXL2) von den zweiten Kontaktanschlüssen (A2) 
durch das vierte durchgehende Kontaktierungsloch 
(V2B) bis zu dem zweiten Layer (Ln-1) der zweiten 
Gruppe (G2) verläuft.

7.  Platine nach Anspruch 5,  
– mit einem ersten blinden Kontaktierungsloch 
(V1A'), das sich von der ersten Oberfläche (TOP) der 
Platine bis zu dem ersten Layer (L1) der ersten Grup-
pe (G1) erstreckt,  
– mit einem zweiten blinden Kontaktierungsloch 
(V2A'), das sich von der zweiten Oberfläche (BOT) 
der Platine bis zu dem ersten Layer (Ln) der zweiten 
Gruppe (G2) erstreckt,  
– mit einem dritten blinden Kontaktierungsloch 
(V1B'), das sich von der ersten Oberfläche (TOP) der 
Platine bis zu dem zweiten Layer (L2) der ersten 
Gruppe (G1) erstreckt,  
– mit einem vierten blinden Kontaktierungsloch 
(V2B'), das sich von der zweiten Oberfläche (BOT) 
der Platine bis zu dem zweiten Layer (Ln-1) der zwei-
ten Gruppe (G2) erstreckt,  
– bei dem der erste Teil der ersten Leiterbahnen 
(RXL1) von den ersten Kontaktanschlüssen (E1) 
durch das erste blinde Kontaktierungsloch (V1A') bis 
zu dem ersten Layer (L1) der ersten Gruppe (G1) und 
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der erste Teil der zweiten Leiterbahnen (RXL2) von 
den zweiten Kontaktanschlüssen (E2) durch das 
zweite blinde Kontaktierungsloch (V2A') bis zu dem 
ersten Layer (Ln) der zweiten Gruppe (G2) verläuft,  
– bei dem der zweite Teil der ersten Leiterbahnen 
(TXL1) von den ersten Kontaktanschlüssen (A1) in 
dem dritten blinden Kontaktierungsloch (V1B') bis zu 
dem zweiten Layer (L2) der ersten Gruppe (G1) und 
der zweite Teil der zweiten Leiterbahnen (TXL2) von 
den zweiten Kontaktanschlüssen (A2) durch das vier-
te blinde Kontaktierungsloch (V2B') bis zu dem zwei-
ten Layer (Ln-1) der zweiten Gruppe (G2) verläuft.

8.  Platine nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
– mit einem fünften blinden Kontaktierungsloch 
(V5A'), das sich von einem der Layer (L1, L2) der ers-
ten Gruppe (G1) zu der ersten Oberfläche (TOP) der 
Platine erstreckt,  
– mit einem fünften durchgehenden Kontaktierungs-
loch (V5B'), das sich von der ersten Oberfläche 
(TOP) zu der zweiten Oberfläche (BOT) der Platine 
erstreckt,  
– bei dem die ersten Leiterbahnen (RXL1, TXL1) von 
dem einen der Layer (L1, L2) der ersten Gruppe (G1) 
durch das fünfte blinde Kontaktierungsloch (V5A') bis 
zu dem Halbleitersteuerbaustein (HC) verlaufen,  
– bei dem die zweiten Leiterbahnen (RXL2, TXL2) 
von dem einen der Layer (Ln-1, Ln) der zweiten 
Gruppe (G2) durch das fünfte durchgehende Kontak-
tierungsloch (V5B') zu dem Halbleitersteuerbaustein 
(HC) verlaufen.

9.  Platine nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
– auf der Halbleiterspeicherbausteine (B) angeordnet 
sind,  
– bei der der Halbleitersteuerbaustein (HC) das 
Durchführen von Lese- und Schreibzugriffen auf die 
Halbleiterspeicherbausteine steuert.

10.  Platine nach Anspruch 9, bei dem die Halblei-
terspeicherbausteine (B) jeweils einen Speicherchip 
(SP) mit dynamischen Speicherzellen (SZ) mit wahl-
freiem Zugriff enthalten.

11.  Platine nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 
bei der der Halbleitersteuerbaustein einen Hubchip 
(HC) enthält.

12.  Platine nach Anspruch 11, bei der sich der 
Hubchip (HC) des Halbleitersteuerbausteins in einem 
Ball-Grid-Array Gehäuse befindet.

13.  Platine nach einem der Ansprüche 1 bis 12, 
die als eine Fully Buffered Dual-In Line Memory Pla-
tine (MP) ausgebildet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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